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Seqgiéncia de conteudos:
1. Diodos zener.
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Sentido de conducao:



Modelos equivalentes do diodo zener:
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Completo Simplificado



m

MNinAAc 2annv
I LJIVUUUO LTI ITI

Curva caracteristicade um diodo zener:
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Caracteristicas elétricas:
* Tensao zener nominal -V, [V];
« Corrente de teste — I [mA];
» Impedéancia dindamica — Z; @ |1 [Q];
» Corrente de joelho — Z, [MA];
* Impedancia de joelho maxima — Z,x @ |« [Q];
« Corrente reversa maxima — Iy @ Vg [UA];
« Tensao de teste — V [V];
« Corrente maxima de regulagao — |, [MmA];
« Coeficiente de temperatura tipico - %/°C.
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Coeficiente de temperatura versus corrente zener:

Temperature coefficient
versus Zener current
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Zener current, /,— (mA)
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Impedancia dinamica versus corrente zener:

Dynamic impedance, Z, - ( £2)

Dynamic impedence

versus Zener current
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Zener current, /- (mA)
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Aspectos de diodos zener:

— Anode —
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— Cathode — ]
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Regulador zener:
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Comportamento do zener em conducao e bloqueado.



Circuito regulador zener basico: V. eR, fixos
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Circuito regulador zener basico: V,eR, fixos
R
— NNV
_\/ — RL 'Vi
=V, =
+ R+R,
L Vi & R
V, =V,
,
—

Para verificar se o zener esta
ligado, retira-se o mesmo do
circuito e calcula-se » V >V,
a tensao sobre o0 zener. Se a
tensao for maior que a tensao
zener, ele estara ligado.




Circuito regulador zener basico:
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R, Vp

V, e R, fixos




Circuito regulador zener basico, exemplo: V. e R, fixos
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Circuito regulador zener basico, exemplo: V, e R, fixos

R

——AW
1kQ

V=16V v, =10V R Q12kQ V
I PZM=30mW
e

V= R -V, 12k-16
R+R  1k+1,2k

V, =V =8,73V

=8,73V

Como:

8,73<10
V, <V,

O diodo esta bloqueado.



Circuito regulador zener basico, exemplo: V. eR, fixos

7 V,=V. -V =16-10=6V
——AAAN—1
o i
Vi =16V Vz 10V R, £ 3kQ IL:VL :10 :3,33mA
I % R 3K
- V. 6
|, =—=—=6mA
R -V.  3k-16 R 1K
V = L = =12V
V, =V =12V |, =2,67TmA
Como: 12>10 P,=V,-I,=10-2,6/m=26,7mW

O diodo esta conduzindo.
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R, -V,
V =V, =——=
R+R,
I:aLmin = i .VZ
V.-V,

V; fixo e R, variavel
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Circuito regulador zener basico, exemplo:

1 kQ ﬁ.,_
- R #12 jh
L 1?;:1 ;)ZVmA /?RL
_RV, k10 o

V-V, 50, —10
V, =V. -V, =50-10 = 40V

=22 =20 _ 4oma
R 1k

Lmin

R

V; fixo e R, variavel

— 1, =40m—-32m =8mA

= Ve = 10 =1,25kQ

Hmax 8m

:|R

Lmin

P.=V,-1,=10-32m =320mW

max

1ov

Vi

0

250 Q 125 kQ R,

10V

40 mA ff_



Circuito regulador zener basico:

V; variavel e R, fixo

v, =V, =V
R+R,
Vimin = (RL . R) .VZ
RL
IRmax =l + 1,
Vimax — IRmax ) R +VZ
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Circuito regulador zener basico, exemplo: V, variavel e R, fixo
g X
. Bap T jh v :(RL+R)-VZ :(1200+220)-20:23’67V
220Q i‘lz . min R, 1200
Vz=20V RLgl.EkQ 7
Ly = 60 mA B V V 20
|| =—=—*%-= =16,67mA
> R R 12k
o =1 1, =60M+16,67/m=76,67mA
V.. =g R+V, =76,6/m-0, 2V2k +20=36,87V
4V, -
W0VfF——————=- 30
| Lo | . il
0 10 20| | 40 V.
2367V 3687V = r
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Sequéncia de conteudos:
1. Laboratorio de aplicacbes de diodos.
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